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１．概要（Summary） 

シリコンフォトニクス技術を活用することで、高性能かつ

小型・低コストのセンシング向け光集積チップの研究開発

を行っている。6 インチ Si ウェハ上に形成した 11mm 角

のセンサデバイスチップの表面を汚染することなく精密に

割断することを目的に、京大ナノハブのレーザダイシング

装置による精密な割断を検討したので報告する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザダイシング装置 

真空マウンター 

紫外線照射装置 

エキスパンド装置 

 

【実験方法】 

京大ナノハブの微細加工プラットフォームを活用し、6

インチ Si ウェハ表面に光導波路などの光回路を形成した。

センサデバイスチップはサイズが 11mm 角となっており、

6 インチ Siウェハ上にスが敷きつめられたレイアウトとなっ

ており、ダイシングによるウェハの割断が必要である。通

常のダイシングブレードを用いたダイシングでは、割断時

に発生する切り屑や、冷却用の純水リンスなどにより、Si

ウェハ表面に形成した光回路が汚染され大きな問題とな

っていたため、完全なドライ環境での割断が可能で、表面

の汚染の少ないレーザダイシング装置によるダイシングカ

ットを検討した。 

ダイシングストリートの領域は、光回路形成プロセス時

に表面に金属酸化膜などの構造物が残らないようにプロ

セス設計を行った。また、Si ウェハの裏面にはウェハの反

り矯正用の厚み約 4m の金属酸化膜層が形成されてお

り、材質的にレーザダイシングによる割断を阻害する要因

となりうるため、裏面成膜がある状態においても精密な割

断が可能かどうか確認を行った。 

ウェハ表面から約 24m ずつ奥行方向にレーザを 1.2W

のレーザを集光させウェハ基材内に改質層を形成した。

裏面成膜層にもレーザを集光する設定とし、4 回同じライ

ンにビーム照射を行い、割断を試みた。Fig. 1にウェハの

断面図とレーザ照射のイメージを示す。 

Fig. 1 Cross section of sensor device. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig.2にダイシング後のウェハの写真を示す。Siウェハは

材料的に1回のビーム照射で割断ができることは分かって

いたが、4m の裏面成膜が存在する状態でも複数回照

射で割断ができることを確認した。  

Fig. 2 Si wafer image after dicing. 
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